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Abstract (en)
The method involves heating the conductors of the cable with increasing strength under continuous movement in the reaction chamber and hence
under continuous moistening by inductive heating. The inert gas enclosing the cable in the chamber is heated more strongly at the same time. An
independent claim is also included for a system for moistening the insulation or semiconducting layer on the conductor of a cable passing through a
reaction chamber under raised pressure and filled with inert gas.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anlage zur Vernetzung der Isolations- oder Halbleiterschicht eines in der Herstellung befindlichen
Kabels, das eine unter Uberdruck stehende, mit heiBem Inertgas gefiillte Reaktionskammer durchlauft. Die Anlage ist beherrscht von einem
sehr langen Reaktorrohr, das eine besonders lange und dadurch aufwendige Produktionshalle erfordert. Es ist die Aufgabe der Erfindung, die
Vernetzung und eventuell nachfolgende Entgasung schneller und weniger aufwendig durchzufiihren. Die Erfindung besteht darin, daB man den
oder die Leiter bei fortschreitender Bewegung in der Reaktorkammer und somit bei fortschreitender Vernetzung durch induktive Beheizung starker
erhitzt. Durch diese MaBnahme wird die von innen und auBBen zur Mitte der Isolations- oder Halbleiterschicht fortschreitende Vernetzung, die eine
VergroBerung der Formstabilitat nach sich zieht, genutzt, um durch Heraufsetzung der Temperatur im Inneren, also im Leiter, die Vernetzung
schneller fortschreiten zu lassen. Man macht sich dabei die mit fortschreitender Vernetzung eintretende Erhdhung der Formstabilitat der Isolations-
und/oder Halbleiterschicht zu nutze, um die Temperatur des Leiters noch weiter zu erhéhen. Im AnschluB3 an die Vemetzungszone wird eine
Entgasungszone durch weitere Temperaturerhdhung geschaffen, in der durch induktive Erhitzung des oder der Leiter ein schneller Gasaustritt aus
dem Kabel auf einer relativ kurzen Strecke in der Reaktorkammer bewirkt wird. <IMAGE>
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